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背景 

 Gate-All-Around (GAA)構造を持つNanowire 

(NW) FET は、その優れた静電特性からサブ 5 

nm ノード技術での利用が期待されている[1,2]。

その一つとして、デバイスの自己発熱効果[3]

を抑制できる S/D 逆凹型コンタクト構造を用

いた NW/FinFET が提案されている[4]。更に集

積度を高めるために p/n 積層 NW/FinFET が挙

げられ、CMOS Inverterおよび SRAMのセルレ

イアウトが発表されている[4,5]。また、これら

積層 NWに向けた Fork構造のコンタクトにつ

いても発表されている[6]。そこで本研究では

p/n 積層 NW/FinFET を用いて、コンタクトに

よる放熱経路を確保しつつ面積が最小となる

Transfer gate, NOR, NANDの 3D レイアウトを

新たに考案し、セル面積の低減効果を検討した。 

Fig. 1: Schematics along the contact of NW (a) w/o 

and (b) w/ recessed contact. 3D configuration and 

2D layout for NOR with p/n-vertically-integrated 

NW/FinFETs is shown in (c). 

 

設計手法 

コンタクト構造の断面図と作成した NORの

3D レイアウトを Fig. 1 に示す。上層の pMOS

での発熱に対し、コンタクトを通じた基板への

放熱経路が確保されている。同様に、Transfer 

gate, NAND についてもレイアウトを作成した。

作成した各セルレイアウトについて、縦横長さ

F の正方形を基準として規格化したセル面積

を求めた。比較対象として、平面型レイアウト

でのセル面積を求めた。 

結果・考察 

Fig 2 にトランジスタ数あたりのセル面積を

プロットしたものを示す。この図より、トラン

ジスタ数が 4 となる NAND と NOR ではセル

面積の低減がより顕著であることがわかる。こ

の結果から、横型 p/n 積層 NW/FinFET を用い

て発熱を抑えた微細 LSI の実現が期待される。 

Fig. 2: Cell area dependence on number of 

transistors for some cell configurations. TG: 

Transfer gate, Inv.: Inverter. 
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